
(Bu)2In[O2C(C7H15)]
Bu2SnO

β-ZnS

β-Cu2S

Co2S3, NiS, MnS2

Bi2S3

ZnS, Cu2S etc.

ITO

In2O3

In2O3

(2)ソフトエネルギープロセスによる半導体，エレクトロニク
   セラミックス製造法開発

    －　可能な限りエネルギーを消費しない薄膜や微粒子の製造法　－

-1   酸化インジウム薄膜(In2O3, ITO)  －　シングルソース前駆体　－

(Bui)2In(SPri)

450 oC , 1 h ρs   10-3 Ωcm

Ar-O2(0.1%)

200 oC , 1 h
ρs   10-3 Ωcm

Ar-O2(0.1%)

300 oC , 1 h
ρs   10-4 Ωcm

printing-pyrolysis-oxidation

reactive-MOCVD
(Bui)2In(SPri)
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